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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
回路基板の電気的接続に用いる導電性粒子であって、
基材粒子と、前記基材粒子の表面に形成されたニッケル又はニッケル合金を含有する導電
層とからなり、
前記導電層は、平均高さが前記基材粒子の平均粒子径の３～１７％であり、平均粒子径が
５０～３００ｎｍの塊状微粒子の凝集体からなり、回路基板に挟んで導電接続時に圧着す
ることにより崩れる突起を表面に有し、
前記突起の存在密度が、導電性粒子１個に対して２５～５０個である
ことを特徴とする導電性粒子。
【請求項２】
基材粒子は、樹脂粒子であることを特徴とする請求項１記載の導電性粒子。
【請求項３】
更に、導電層の表面に金層が形成されていることを特徴とする請求項１又は２記載の導電
性粒子。
【請求項４】
請求項１、２又は３記載の導電性粒子が樹脂バインダーに分散されてなることを特徴とす
る異方性導電材料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、導通不良防止とともに抵抗値の低減化が可能な導電性粒子及び異方性導電材料
に関する。
【背景技術】
【０００２】
導電性粒子は、バインダー樹脂や粘接着剤等と混合、混練することにより、例えば、異方
性導電ペースト、異方性導電インク、異方性導電粘接着剤、異方性導電フィルム、異方性
導電シート等の異方性導電材料として広く用いられている。
【０００３】
これらの異方性導電材料は、例えば、液晶ディスプレイ、パーソナルコンピュータ、携帯
電話等の電子機器において、回路基板同士を電気的に接続したり、半導体素子等の小型部
品を回路基板に電気的に接続したりするために、相対向する回路基板や電極端子の間に挟
み込んで使用されている。
【０００４】
このような異方性導電材料に用いられる導電性粒子としては、従来、粒子径が均一で、適
度な強度を有する樹脂粒子等の非導電性粒子の表面に、導電層として金属メッキ層を形成
させた導電性粒子が用いられている。しかしながら、このような異方性導電材料を用いて
回路基板同士を電気的に接続すると、導電性粒子表面の導電層と回路基板等との間にバイ
ンダー樹脂等がはさまり、導電性粒子と回路基板等との間の接続抵抗が高くなることがあ
った。特に近年の電子機器の急激な進歩や発展に伴って、導電性粒子と回路基板等との間
の接続抵抗の更なる低減が求められてきている。
【０００５】
接続抵抗を低減する目的で、表面に突起を有する導電性粒子が開示されている（例えば、
特許文献１参照）。この導電性粒子は、導電性粒子表面の導電層と回路基板等との間に存
在するバインダー樹脂等を突起が突き破ることで（樹脂排除性）、突起と回路基板等とを
確実に接続させることで、導電性粒子と回路基板等との間の接続抵抗の低減を図っている
。
【０００６】
しかしながら、このような表面に突起を有する導電性粒子を用いても樹脂排除以上の効果
は得られず、接続抵抗の低減効果は不充分であった。
【特許文献１】特開２０００－２４３１３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明は、上記現状に鑑み、導通不良防止とともに抵抗値の低減化が可能な導電性粒子及
び異方性導電材料を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明は、回路基板の電気的接続に用いる導電性粒子であって、基材粒子と、前記基材粒
子の表面に形成されたニッケル又はニッケル合金を含有する導電層とからなり、前記導電
層は、表面に平均粒子径が５０～３００ｎｍの塊状微粒子の凝集体からなる突起を有し、
前記突起の存在密度が、導電性粒子１個に対して２５～５０個である導電性粒子である。
以下に本発明を詳述する。
【０００９】
本発明者らは、鋭意検討の結果、回路基板等の電気的接続に用いる導電性粒子として、所
定の突起を有する導電性粒子を用いることで、樹脂排除して確実に導電性粒子と回路基板
等とを接触させることができることに加え、導電接続時に回路基板間を圧着したときに、
突起部分がつぶれることにより導電性粒子と回路基板等との接触を点接触から面接触とす
ることにより、回路基板と導電性粒子とを確実に導電接続させることができ、接続抵抗を
低減することができるということを見出し、本発明を完成させるに至った。
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【００１０】
本発明の導電性粒子は、基材粒子と、上記基材粒子の表面に形成されたニッケル又はニッ
ケル合金を含有する導電層とからなる導電性粒子である。
【００１１】
上記基材粒子としては特に限定されず、適度な弾性率、弾性変形性及び復元性を有するも
のであれば無機材料を用いてなるものでも有機材料を用いてなるものでもよいが、弾性変
形性及び復元性に優れていることから、樹脂を用いてなる樹脂粒子であることが好ましい
。
【００１２】
上記樹脂粒子を構成する樹脂としては特に限定されず、例えば、ポリエチレン、ポリプロ
ピレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリテトラフルオロエチ
レン、ポリイソブチレン、ポリブタジエン等のポリオレフィン；ポリメチルメタクリレー
ト、ポリメチルアクリレート等のアクリル樹脂；アクリレートとジビニルベンゼンとの共
重合樹脂、ポリアルキレンテレフタレート、ポリスルホン、ポリカーボネート、ポリアミ
ド、フェノールホルムアルデヒド樹脂、メラニンホルムアルデヒド樹脂、ベンゾグアナミ
ンホルムアルデヒド樹脂、尿素ホルムアルデヒド樹脂等が挙げられる。これらの樹脂は、
単独で用いられてもよいし、２種以上が併用されてもよい。
【００１３】
上記基材粒子の平均粒子径としては特に限定されないが、好ましい下限は１μｍ、好まし
い上限は２０μｍである。１μｍ未満であると、例えば、無電解メッキをする際に凝集し
やすく、単粒子としにくくなることがあり、２０μｍを超えると、異方性導電材料として
回路基板等に用いられる範囲を超えることがある。
なお、上記基材粒子の平均粒子径は、無作為に選んだ５０個の基材粒子について粒子径を
測定し、これらを算術平均したものとする。
【００１４】
上記導電層を構成するニッケル合金を形成するニッケル以外の金属としては特に限定され
ず、例えば、亜鉛、鉄、鉛、錫、銅、コバルト、アンチモン、ビスマス等が挙げられる。
また、上記導電層を構成するニッケル合金を形成する非金属としては特に限定されず、例
えば、リン、ホウ素等が挙げられる。これらの非金属は、導電層を形成する際に用いられ
るメッキ液中の還元剤等に一般的に含有されている。
【００１５】
上記導電層は、含リン率の好ましい下限が２％、好ましい上限が８％である。これにより
、後述する突起の硬さが適度なものとなり、効果的に導通不良防止とともに、抵抗値の低
減化が可能となる。
【００１６】
上記導電層は、表面に塊状微粒子の凝集体からなる突起を有する。
本発明の導電性粒子においては、上記突起が塊状微粒子の凝集体で構成されていることに
より、上記突起が、本発明の導電性粒子を用いてなる異方性導電材料を回路基板等に挟ん
で導電接続時に圧着することにより崩れる柔らかい突起となる。その結果、回路基板等と
本発明の導電性粒子との間に存在する異方性導電材料中のバインダー樹脂等を突き破ると
ともに（樹脂排除性）、回路基板等の面で突起がつぶれ、先端が平坦化するため、本発明
の導電性粒子と回路基板等とが面接触となり、導通不良防止とともに、抵抗値の低減化が
可能となる。
【００１７】
上記導電層の厚さとしては特に限定されないが、好ましい下限は１０ｎｍ、好ましい上限
は５００ｎｍである。１０ｎｍ未満であると、所望の導電性が得られないことがあり、５
００ｎｍを超えると、基材粒子と導電層との熱膨張率の差から、上記導電層が剥離しやす
くなることがある。
なお、上記導電層の厚さは、無作為に選んだ１０個の粒子について測定し、これらを算術
平均した厚さである。
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【００１８】
上記塊状微粒子の平均粒子径としては特に限定されないが、好ましい下限は５０ｎｍ、好
ましい上限は３００ｎｍである。５０ｎｍ未満であると、突起部分の強度が著しく劣り、
本発明の導電性粒子をバインダー樹脂等と混練するとき等に突起が破損することがあり、
３００ｎｍを超えると、突起が高くなりすぎ、回路基板等を圧着したときに突起がつぶれ
ないことがある。
【００１９】
上記突起の平均高さとしては特に限定されないが、好ましい下限は上記基材粒子の平均粒
子径の３％、好ましい上限は上記基材粒子の平均粒子径の１７％である。上記基材粒子の
平均粒子径の３％未満であると、充分な樹脂排除性が得られないことがあり、上記基材粒
子の平均粒子径の１７％を超えると、突起が回路基板等に深くめり込み、回路基板等を破
損させるおそれがある。
【００２０】
上記突起の存在密度としては特に限定されないが、導電性粒子１個に対して好ましい下限
は２５個、好ましい上限は５０個である。２５個未満であると、導電性粒子の向きによっ
ては突起と回路基板等とが接触しないことがあり、５０個を超えると、突起同士が重なり
合い、導電接続時に導電性粒子と回路基板等とを圧着した際に突起がつぶれにくいことが
ある。
なお、本発明の導電性粒子においては、上記塊状微粒子の凝集体からなる突起の数が導電
性粒子１個に対して２５～５０個であれば、凝集体で構成されていない突起等を有してい
てもよいが、この場合は、本発明の特徴となる塊状微粒子の凝集体からなる突起が全体の
突起の５０％以上を占めることが好ましい。
【００２１】
本発明の導電性粒子は、更に、導電層の表面に金層が形成されていることが好ましい。導
電層の表面に金層を施すことにより、ニッケル（合金）を含有する導電層の酸化防止、接
続抵抗の低減化、表面の安定化等を図ることができる。
【００２２】
上記金層の形成方法としては特に限定されず、無電解メッキ、置換メッキ、電気メッキ、
還元メッキ、スパッタリング等の従来公知の方法が挙げられる。
【００２３】
上記金層の厚さとしては特に限定されないが、好ましい下限は１ｎｍ、好ましい上限は１
００ｎｍである。１ｎｍ未満であると、ニッケル（合金）を含有する導電層の酸化を防止
することが困難となることがあり、接続抵抗値が高くなることがあり、１００ｎｍを超え
ると、金層がニッケル（合金）層を侵食し、基材粒子とニッケル（合金）を含有する導電
層との密着性を悪くすることがある。
【００２４】
本発明の導電性粒子を製造する方法としては特に限定されないが、例えば、無電解メッキ
法により製造することができる。
無電解メッキ法とは、基材粒子を水酸化ナトリウム水溶液等のアルカリ溶液でエッチング
することにより表面を粗にし、次いで、上記基材粒子の表面に触媒付与を行った後、メッ
キ安定剤を含有する基材粒子分散液に、メッキ安定剤、次亜リン酸ナトリウム（還元剤）
を含有するニッケルメッキ液を添加し、触媒付与された該基材粒子の表面に、下記反応式
で示される還元反応によりニッケル（合金）を含有する導電層を析出させる方法である。
Ｎｉ２＋＋Ｈ２ＰＯ２

－＋Ｈ２Ｏ→Ｎｉ＋Ｈ２ＰＯ３
－＋２Ｈ＋

【００２５】
ここで、エッチングの際に高濃度の水酸化ナトリウム水溶液等のアルカリ溶液で激しくエ
ッチングすることにより基材粒子の表面を著しく粗にして、上記触媒となるパラジウム等
の付着量を多くしたり、基材粒子分散液中のメッキ安定剤の量を少なくしてメッキ反応時
のメッキ液を不安定化させたりすることにより、微小な塊状微粒子の凝集体で構成される
突起を形成することができる。
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基材粒子の表面をエッチングするためのアルカリ溶液の濃度をＡ（重量％）、基材粒子分
散液中におけるメッキ安定剤の濃度をＢ（ｍｏｌ／Ｌ）とするとき、エッチングするため
のアルカリ溶液の濃度Ａを高くしてもよいし、基材粒子分散液中におけるメッキ安定剤の
濃度Ｂを極力低くしてもよいが、ＡとＢとの比（Ｂ／Ａ）が下記式（１）の範囲である場
合に、極めて高い効率で塊状微粒子の凝集体からなる突起を有する本発明の導電性粒子を
製造することができる。
基材粒子の表面をアルカリ溶液を用いてエッチングする工程１と、エッチングされた前記
基材粒子の表面に触媒付与を行う工程２と、メッキ安定剤を含有する基材粒子分散液に、
ニッケル又はニッケル合金、及び、メッキ安定剤を含有するメッキ液を添加し、触媒付与
された前記基材粒子の表面に導電層を形成させる工程３とを有する導電性粒子の製造方法
であって、上記工程１のアルカリ溶液の濃度をＡ（重量％）、上記工程３の基材粒子分散
液中におけるメッキ安定剤の濃度をＢ（ｍｏｌ／Ｌ）とするとき、ＡとＢとの比（Ｂ／Ａ
）が下記式（１）を満たす導電性粒子の製造方法もまた、本発明の１つである。
５．０×１０－７＜Ｂ／Ａ＜３．０×１０－６　　　　　　（１）
【００２６】
上記触媒付与を行う方法としては、例えば、アルカリ溶液でエッチングされた基材粒子に
酸中和、及び、二塩化スズ（ＳｎＣｌ２）溶液におけるセンシタイジングを行い、二塩化
パラジウム（ＰｄＣｌ２）溶液におけるアクチベイジングを行う無電解メッキ前処理工程
を行う方法等が挙げられる。
なお、センシタイジングとは、絶縁物質の表面にＳｎ２＋イオンを吸着させる工程であり
、アクチベイチングとは、絶縁性物質表面にＳｎ２＋＋Ｐｄ２＋→Ｓｎ４＋＋Ｐｄ０で示
される反応を起こしてパラジウムを無電解メッキの触媒核とする工程である。
【００２７】
また、本発明の導電性粒子の製造方法においては、上記基材粒子の表面の触媒付着量が増
加している過程で、反応系の温度を高くする、ｐＨを調整する等により反応速度を著しく
速めることでも、塊状微粒子の凝集体からなる上記突起を効果的に作製することができる
。
【００２８】
本発明の導電性粒子をバインダー樹脂に分散させることにより異方性導電材料を製造する
ことができる。このような異方性導電材料もまた、本発明の１つである。
【００２９】
本発明の異方性導電材料の具体的な例としては、例えば、異方性導電ペースト、異方性導
電インク、異方性導電粘着剤層、異方性導電フィルム、異方性導電シート等が挙げられる
。
【００３０】
上記樹脂バインダーとしては特に限定されないが、絶縁性の樹脂が用いられ、例えば、酢
酸ビニル系樹脂、塩化ビニル系樹脂、アクリル系樹脂、スチレン系樹脂等のビニル系樹脂
；ポリオレフィン系樹脂、エチレン－酢酸ビニル共重合体、ポリアミド系樹脂等の熱可塑
性樹脂；エポキシ系樹脂、ウレタン系樹脂、ポリイミド系樹脂、不飽和ポリエステル系樹
脂及びこれらの硬化剤からなる硬化性樹脂；スチレン－ブタジエン－スチレンブロック共
重合体、スチレン－イソプレン－スチレンブロック共重合体、これらの水素添加物等の熱
可塑性ブロック共重合体；スチレン－ブタジエン共重合ゴム、クロロプレンゴム、アクリ
ロニトリル－スチレンブロック共重合ゴム等のエラストマー類（ゴム類）等が挙げられる
。これらの樹脂は、単独で用いられてもよいし、２種以上が併用されてもよい。
また、上記硬化性樹脂は、常温硬化型、熱硬化型、光硬化型、湿気硬化型のいずれの硬化
型であってもよい。
【００３１】
本発明の異方性導電材料には、本発明の導電性粒子、及び、上記樹脂バインダーの他に、
本発明の課題達成を阻害しない範囲で必要に応じて、例えば、増量剤、軟化剤（可塑剤）
、粘接着性向上剤、酸化防止剤（老化防止剤）、熱安定剤、光安定剤、紫外線吸収剤、着
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色剤、難燃剤、有機溶媒等の各種添加剤を添加してもよい。
【００３２】
本発明の異方性導電材料の製造方法としては特に限定されず、例えば、絶縁性の樹脂バイ
ンダー中に本発明の導電性粒子を添加し、均一に混合して分散させ、例えば、異方性導電
ペースト、異方性導電インク、異方性導電粘接着剤等とする方法や、絶縁性の樹脂バイン
ダー中に本発明の導電性粒子を添加し、均一に溶解（分散）させるか、又は、加熱溶解さ
せて、離型紙や離型フィルム等の離型材の離型処理面に所定のフィルム厚さとなる用に塗
工し、必要に応じて乾燥や冷却等を行って、例えば、異方性導電フィルム、異方性導電シ
ート等とする方法等が挙げられ、製造しようとする異方性導電材料の種類に対応して、適
宜の製造方法をとればよい。
また、絶縁性の樹脂バインダーと、本発明の導電性粒子とを混合することなく、別々に用
いて異方性導電材料としてもよい。
【発明の効果】
【００３３】
本発明によれば、導通不良防止とともに抵抗値の低減化が可能な導電性粒子及び異方性導
電材料を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
以下に実施例を掲げて本発明を更に詳しく説明するが、本発明はこれら実施例のみに限定
されるものではない。
【００３５】
（実施例１）
（導電層形成工程）
平均粒子径３μｍのテトラメチロールメタンテトラアクリレートとジビニルベンゼンとの
共重合樹脂からなる基材粒子１０ｇに、５重量％水酸化ナトリウム水溶液によるアルカリ
エッチング、酸中和、二塩化スズ溶液におけるセンシタイジングを行った。その後、二塩
化パラジウム溶液におけるアクチベイチングからなる無電解メッキ前処理を施し、濾過洗
浄後、粒子表面にパラジウムを付着させた基材粒子を得た。
得られた基材粒子を水１５００ｍＬで希釈し、メッキ安定剤として、硝酸ビスマスを０．
００５ｍｍｏｌ、硝酸タリウムを０．００６ｍｍｏｌ添加し、１０重量％硫酸水と２Ｎの
水酸化ナトリウム水溶液とでｐＨを５．７に調整、スラリーとし、液温度を２６℃に設定
した。
このスラリーに、硫酸ニッケル４５０ｇ／Ｌを４０ｍＬ、次亜リン酸ナトリウム１５０ｇ
／Ｌとクエン酸ナトリウム１１６ｇ／Ｌとの混合液を８０ｍＬ、水２８０ｍＬ、メッキ安
定剤として、硝酸ビスマスを０．０２ｍｍｏｌ、硝酸タリウムを０．０２４ｍｍｏｌ添加
し、２８重量％アンモニア水でｐＨを９．３に調整した前期反応メッキ液を８０ｍＬ／分
の添加速度で定量ポンプを通して添加した。
その後、ｐＨが安定するまで攪拌し、水素の発泡が停止するのを確認し、無電解メッキ前
期工程を行った。
次いで、硫酸ニッケル４５０ｇ／Ｌを１８０ｍＬ、次亜リン酸ナトリウム１５０ｇ／Ｌと
クエン酸ナトリウム１１６ｇ／Ｌとの混合液を４４０ｍＬ、メッキ安定剤として、硝酸ビ
スマスを０．３ｍｍｏｌ、硝酸タリウムを０．３６ｍｍｏｌの後期反応メッキ液を２７ｍ
Ｌ／分の添加速度で定量ポンプを通して添加した。
その後、ｐＨが安定するまで攪拌し、水素の発泡が停止するのを確認し、無電解メッキ後
期工程を行った。
次いで、メッキ液を濾過し、濾過物を水で洗浄した後、８０℃の真空乾燥機で乾燥するこ
とで、表面に突起を有する導電層を有する導電性粒子を得た。
【００３６】
（金メッキ工程）
その後、更に、置換メッキ法により表面に金メッキを施し、導電性粒子を得た。
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なお、本明細書で規定した値について、Ａ＝５、Ｂ＝７．３３×１０－６、Ｂ／Ａ＝１．
５×１０－６である。
【００３７】
（実施例２）
エッチング用の水酸化ナトリウム水溶液の濃度を１０重量％へ変更し、無電解メッキ前期
工程のスラリーに添加する安定剤量を硝酸ビスマス０．０１２５ｍｍｏｌ、硝酸タリウム
０．０１５ｍｍｏｌへ変更した以外は実施例１と同様にして、表面に突起を有する導電層
を有する導電性粒子を得た。
その後、更に、置換メッキ法により表面に金メッキを施し、導電性粒子を得た。
なお、本明細書で規定した値について、Ａ＝１０、Ｂ＝１．８３×１０－５、Ｂ／Ａ＝１
．８×１０－６である。
【００３８】
（実施例３）
エッチング用の水酸化ナトリウム水溶液の濃度を１０重量％へ変更した以外は実施例１と
同様にして、表面に突起を有する導電層を有する導電性粒子を得た。
その後、更に、置換メッキ法により表面に金メッキを施し、導電性粒子を得た。
なお、本明細書で規定した値について、Ａ＝１０、Ｂ＝７．３３×１０－６、Ｂ／Ａ＝７
．３×１０－７である。
【００３９】
（実施例４）
エッチング用の水酸化ナトリウム水溶液の濃度を１０重量％へ変更し、無電解メッキ前期
工程のスラリーに添加する安定剤量を硝酸ビスマス０．０２ｍｍｏｌ、硝酸タリウム０．
０２４ｍｍｏｌへ変更した以外は実施例１と同様にして、表面に突起を有する導電層を有
する導電性粒子を得た。
その後、更に、置換メッキ法により表面に金メッキを施し、導電性粒子を得た。
なお、本明細書で規定した値について、Ａ＝１０、Ｂ＝２．９３×１０－５、Ｂ／Ａ＝２
．９×１０－６である。
【００４０】
（比較例１）
基材粒子に無電解メッキ前処理工程の後、無電解メッキ前期工程のスラリーに添加する安
定剤量を硝酸ビスマス０．０１２５ｍｍｏｌ、硝酸タリウム０．０１５ｍｏｌへ変更した
以外は実施例１と同様にして、表面に突起を有する導電層を有する導電性粒子を得た。
その後、更に、置換メッキ法により表面に金メッキを施し、導電性粒子を得た。
なお、本明細書で規定した値について、Ａ＝５、Ｂ＝１．８３×１０－５、Ｂ／Ａ＝３．
７×１０－６である。
【００４１】
（比較例２）
基材粒子に無電解メッキ前処理工程の後、無電解メッキ前期工程のスラリーに添加する安
定剤量を硝酸ビスマス０．０２ｍｍｏｌ、硝酸タリウム０．０２４ｍｍｏｌへ変更した以
外は実施例１と同様にして、導電層を有する導電性粒子を得た。
その後、更に、置換メッキ法により表面に金メッキを施し、導電性粒子を得た。
なお、本明細書で規定した値について、Ａ＝５、Ｂ＝２．９３×１０－５、Ｂ／Ａ＝５．
９×１０－６である。
【００４２】
＜評価＞
実施例１～４及び比較例１～２で得られた導電性粒子について以下の評価を行った。結果
を表１に示した。
【００４３】
（１）接続抵抗値の測定
得られた導電性粒子を用いて以下の方法により異方性導電材料を作製し、電極間の接続抵
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抗値の測定を行った。
樹脂バインダーの樹脂としてエポキシ樹脂（油化シェルエポキシ社製、「エピコート８２
８」）１００重量部、トリスジメチルアミノエチルフェノール２重量部、及び、トルエン
１００重量部を、遊星式攪拌機を用いて充分に混合した後、離型フィルム上に乾燥後の厚
さが１０μｍとなるように塗布し、トルエンを蒸発させて接着性フィルムを得た。
次いで、樹脂バインダーの樹脂としてエポキシ樹脂（油化シェルエポキシ社製、「エピコ
ート８２８」）１００重量部、トリスジメチルアミノエチルフェノール２重量部、及び、
トルエン１００重量部に、得られたそれぞれの導電性粒子を添加し、遊星式攪拌機を用い
て充分に混合した後、離型フィルム上に乾燥後の厚さが７μｍとなるように塗布し、トル
エンを蒸発させて導電性粒子を含有する接着性フィルムを得た。なお、導電性粒子の配合
量は、フィルム中の含有量が５万個／ｃｍ２となるようにした。
得られた接着性フィルムと導電性粒子を含有する接着性フィルムとを常温でラミネートす
ることにより、２層構造を有する厚さ１７μｍの異方性導電フィルムを得た。
得られた異方性導電フィルムを５×５ｍｍの大きさに切断した。これを、一方に抵抗測定
用の引き回し線を有した幅２００μｍ、長さ１ｍｍ、高さ０．２μｍ、Ｌ／Ｓ２０μｍの
アルミニウム電極のほぼ中央に貼り付けた後、ＩＴＯ電極を有するガラス基板を、電極同
士が重なるように位置あわせをしてから貼り合わせた。
このガラス基板の接合部を、１０Ｎ、１００℃の圧着条件で熱圧着した後、電極間の接続
抵抗値を測定した。
また、作製した試験片に対して信頼性試験（８０℃、９５％ＲＨの高温高湿環境下で１０
００時間保持）を行った後、電極間の接続抵抗値を測定した。
【００４４】
（２）塊状微粒子の平均粒子径
得られた導電性粒子について、日立ハイテクノロジーズ社製走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）に
より、倍率１００００倍で粒子観察を行い、塊状微粒子の粒子径を調べた。塊状微粒子の
平均粒子径は、確認された２０個の塊状微粒子について粒子径を測定し、それを算術平均
して塊状微粒子の平均粒子径とした。
【００４５】
（３）突起の平均高さ
得られた導電性粒子について、日立ハイテクノロジーズ社製走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）に
より、倍率１００００倍で粒子観察を行い、突起の高さを調べた。
上記突起の高さは、導電性粒子において最表面を形成する導電層の基準表面から突起とし
て現れている高さを測定した。このとき、突起を付与した効果が得られるものとして、１
００ｎｍ以上のものを突起として選ぶものとした。
突起の平均高さは、確認された２０個の突起について高さを測定し、それを算術平均して
突起の平均高さとした。
【００４６】
（４）突起の存在密度
得られた導電性粒子について、日立ハイテクノロジーズ社製走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）に
より、倍率１００００倍で粒子観察を行い、突起の存在密度を調べた。
上記突起の存在密度は、無作為に選んだ２０個の粒子について、突起を付与した効果が得
られるものとして、１００ｎｍ以上のものを突起として個数をカウントし、１個の導電性
粒子当たりの突起数に換算して、突起の存在密度とした。
【００４７】
（５）含リン率の測定
ＥＤＸ（Ｅｎｅｒｇｙ　Ｄｉｓｐｅｒｓｉｎｇ　Ｘ－ｒａｙ　ａｎａｌｙｚｅｒ：エネル
ギー分散型Ｘ線分析装置、日本電子データム社製）を用い、導電性粒子の断面を収束イオ
ンビームにて切り出し、導電層中の各部位を成分分析することにより、含リン率の測定を
行った。
【００４８】
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【表１】

【産業上の利用可能性】
【００４９】
本発明によれば、導通不良防止とともに抵抗値の低減化が可能な導電性粒子及び異方性導
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電材料を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】実施例１で得られた導電性粒子のＳＥＭ写真である。
【図２】実施例２で得られた導電性粒子のＳＥＭ写真である。
【図３】比較例１で得られた導電性粒子のＳＥＭ写真である。

【図１】
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【図３】
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